Memorias CAM

Estructura de una memoria CAM:
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Memorias CAM

Si el dato almacenado no coincide con el dato en |la entrada:;

el transistor de descarga se activa y la sefial de match
se descarga a O.

1

Word

Bit 0 1 Bit
7 === ? Match O

1
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Memorias CAM

Si el dato almacenado coincide con el dato en la entrada:;

el transistor de descarga no se activa y la seial de
match se mantiene a 1.
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Word
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Match 1
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Memorias CAM

B E| dato a detectar se almacena en una fila.

m | a senal match se precarga a 1.

B Sj alguna celda evalua a 0 implica que los dos numeros no son
iguales.

B Si ninguna celda evalua a 0 los dos numeros son iguales.

vos| | T 17T T 1T T

mmm Tecnologia CMOS. Conceptos bdsicos Febrero 1999 21



Memorias CAM

B Estructura de celda estatica.
B [ Ogica adicional de lectura para detectar el match.
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Memorias CAM

B Utilizadas en el diseno de memorias CACHE.

m Utiliza un blogue CAM junto con un bloque RAM.

Data ——p

CAM Memory Array

N m bit words

Match

Data IN et

CAM Memory Array

N m bit words

CAM match lines/
RAM word lines

RAM Memory Array

N k bit words

- Data Out
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Memorias RAM Dinamicas

B Acceso de lectura/escritura por la misma columna.
B Bit almacenado en una capacidad enterrada bajo el transistor.
B |ectura/escritura destructiva. Es preciso regenerar la sefial.

Celda de 1 transistor

-

Word

Bit
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Memorias RAM Dinamicas

B Acceso de lectura/escritura por la misma columna.
B Bit almacenado en la capacidad de difusion de un transistor.
B |ectura/escritura destructiva. Es preciso regenerar la sefial.

Celda de 2 transistores

Word

Bit
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Memorias RAM Dinamicas

B Acceso de lectura/escritura por columnas separadas.
B Bit almacenado en |la capacidad de puerta de un transistor.
B |[ectura del bit complementado.

Celda de 3 transistores
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Memorias RAM Dinamicas

Se reduce el nimero de transistores por celda:
m Mayor nivel de integracion.
m Menor velocidad de lectura.
B Es preciso refrescar la informacion de forma periodica.

En esta estructura, los O se almacenan estaticamente mientras que los
1 se almacenan dinamicamente.

Celda de 4 transistores

Word

Bit Bit
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Memorias RAM Estaticas

Celda con multiples ports de lectura/escritura:

m Cada columna permite un acceso concurrente de lectura/escritura.
m Conflicto de escritura sobre el mismo bit.

Word1

ﬁjﬂi :

Word2

Bit2

Bitl

Bit1

Bit2
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Memorias RAM Estaticas

B El| amplificador detecta la variacion y genera la salida.
B Finalmente, realimenta los valores para completar la carga/descarga de las
columnas.

T
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Memorias RAM Estaticas

B Activado la seflal de precarga de cargan las columnas a 2, 5v.
B Desactivado la pregarga y activado Word se procede a la lectura.
B L|La lectura modifica ligeramente los valores precargados.
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Memorias RAM Estaticas

LLa operacion de lectura es muy sensible ya que un unico
transistor en la celda debe cargar/descargar toda la lon-
gitud de la columna.

Para ello se utiliza un bloque *‘sense amplifier” que de-
tecta pequenas variaciones en la columna y las amplifica
en dos fases:

Fase 1:
B Se precarga las columnas a 2, 5v.
B Se |lee la informacion diferencial.

Fase 2:

B El| sense amplifier detecta la variacion.

B Se genera la salida adecuada.

m E| bit leido es amplificado para evitar su perdida.

o00
o00
e00
UPC
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Memorias RAM Estaticas

Operacion de escritura en la celda:

B Bit y Bit complementadas y cargadas por un buffer.
B Sefal de Word activada.
B |3 escritura se realiza por ‘“fuerza bruta’.
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Memorias RAM Estaticas

Operacion de lectura de la celda:

B Bity Bit en alta impedancia.
B Sefal de Word activada.

Word

Bit

Bit
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Memorias RAM Estaticas

Celda para guardar un bit de forma estatica:
m Estructura diferencial.
B |La lectura/escritura se realiza por las mismas conexiones.

[

Word AW

Bit Bit
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Memorias RAM Estaticas

La estructura de las RAM es similar a las ROM, pero uti-
lizan una configuracion mono/bi-columna. La bi-columna:

B Incrementa el area de la implementacion.
B Aumenta |la velocidad de lectura.

ﬁ — Row 1
] *-— —e
.— ,— Row 2
*— >—
N
.— ,— Row 2
Estructura — — |+
Mono-columna T~ Estructura
Bi—columna

_ Read/Write Logic _ (Diferencial)
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Memorias ROM

metal metal metal metal

poly

diff to GND

poly

poly

diff to GND

poly
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Memorias ROM

A
T
I,

S

_
R1
_

ST ey 7

_Ll RIR2R3R4 | C1C2C3C4
R2 _ _ 1000 | 0101
Jw 0100 | 0011
_Ll 0010 | 1001
- _Jw 0001 | 0110

T

R4

T

1 Cc2 C3

mwm Tecnologia CMOS. Conceptos basicos Febrero 1999



Memorias ROM

Las memorias de tipo ROM estan disenadas para alma-
cenar de forma mas o0 menos permanente una determi-
nada informacion. Entendemos por permanente el echo
de que la informacidon no desaparezca al desconectar la
alimentacion.

Dependiendo de [os mecanismos de construccion los tipos
de memoria ROM existentes son:

B Programables por mascaras.

B ROMs programables (PROM).

B Erasable PROM (EPROM).

m Electrically Erasable PROM (EEPROM).

Las memorias ROM pueden verse como un circuito combinacional
que produce una determinada salida para cada combinacion de en-
tradas.
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Estructura general de una memoria

Column Setup
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R, __|
1 ° ° PY Row 1
[ | [
R __|
2 *~— —— *~—
_uw — R . . Row 2
~ |3 T J ﬁ
4 m *— *— *—]
mm | %
=
(@]
x
R mz
° ° ° ow
. ﬁ ﬁ ﬁ
N >— ——| *—
In Data g,

Read/Write Logic
] ] ]

Column Decoder

Out Data -=-—

TTTLL

mmm Tecnologia CMOS. Conceptos bdsicos Febrero 1999



Estructura general de una memoria

En general, toda memoria dispone de cuatro tipos de
elementos:

m Las celdas de memoria donde se almacena la infor-
macion.

m Un conjunto de decodificadores que determinan sobre
que celda se realiza la operacion de lectura/escritura.

m |Ogica de escritura.

m [Ogica de lectura.

Las celdas de memoria se organizan como una matriz de
N filas 'y M columnas. La direccion que indica sobre que
celda se trabaja se divide en una decodificacion de filas y
una decodificacion de columnas.
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Memorias

La utilizacion de semiconductores ha permitido el desar-
rollo de tecnologias para almacenar grandes cantidades
de informacion digital. En la actualidad se ha alcanzado
la cifra de 64 Mbits de lectura/escritura en un circuito
integrado.

Los parametros basicos que definen la calidad de una
memoria son:

B E| drea o el coste por bit.
B El| tiempo de acceso o velocidad.
B E| consumo estatico y dinamico.

Las memorias se pueden categorizar dentro de tres grandes familias
segun la funcionalidad que realizan:

B Read-Only Memories (ROM).
B Random Access memories (RAM).
m Content-Addressable Memory (CAM).

o00
o00
e00
UPC
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Elementos de memoria
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